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Bcschreibung 2 

Eeken Strttaungsverhaitnisse urtflrtZ ^ "^J" den Maskenrttadem "a«*£ *^ ?J U {^i[ en exakt von den 
getrieben. 

dabei in den Afcphasen vorwarte- dvmSSSSL ISSS^.^^m des erfin- 

t Atfgabc der Erfindung i, t es. ein Varf-h Slizi^r ^Sfi " • 

«ne C^tuhg des Einta^i^XfuS/^ei 
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J 4 
tere Gestaltungen der Aastrittsaffnung> Fig, 8 eine DO* nem Polymermaterial. zura Beispiel Photoresist (Photo- 
se mil zus&tzlicher Luftumfassung, Fig. 9 eine Drauf- lack) vollstandig aufzufullen. Dadurch wird zum einen 
sicht auf ein n EinJauf- bzw. Luftzustrdmbereidi. ine zusatzliche Passivierung der zwischen Grabenbo- 

den wnd Oberseite 17 verbleibenden Membranen ge- 
Beschreibung 5 gentlber der Plasmaekrwirkung nach detn DurchEtzen 

von der Oberseite 1 7 her erreicht. Zum anderen bewirkt 
Fig. 1 veranschauilcht anhand von vier Bearbeitungs- das Polymennaterial eine druckdichte Isolation der Un- 
stadten eines Wafers die Durchfuhrung des erfindutigs- terseite 19 zum Plasmoraum oberhatb der Oberseite 17 
gemaflen Verfahrens am Beispiel der HersteUung einer hin. Dadurch wird es mdglich, «fie Unterseite 19 des 
SiliziumdGse mit kreisrunder Austrittsoffnung. Em SiK- 10 Wafers wahrend des Atzens der Oberseite 17 mittels 
2iumkarper 10, im folgenden als Siliziumwafer bezeich- GaskonvekdonskOhlung zu kuhlen, zum Beispiel mit un- 
net, wird zunachst auf beiden Oberflachea 17, 19, tm ter Oberdruck gegenOber dem Plasmaraum an der Un- 
folgenden entsprechend der Wiedergabe in Kg. 1 als terseite 19 endanggeleitetera Heliumgas. Der in diesem 
Oberseite 17 und Unterseite 19 bezeichnet, ganzfl&cbig Stadium vorliegende Bearbeitungszustand des Wafers 
mit einer Passivierschicht 11 von Siliziumnitrid (Sb^) 15 lOistinFig.lbwiedergegcbeiL 
und Siliziumoxid (S1O2) Oder alternatrv mit einer Passi- Auf die noch unbearbeitete Waferoberseite 17 wird 
vierschicht von dickem thermischen Siirziuraoxid (SiOa) sodann in einem zweiten Photolithographieschritt eine 
versehen. Auf der Unterseite 19 des so vorbereiteten Photolackmaske 18 angeordnet Ihre Offnungen 14 sind 
Wafers 10 werden. mit Hilfe eines Staudardlithographie- exaktauf die V-Graben 13 der Unterseite 19 des Wafers 
verfabren* sodann recbteckige Fenster 12 in der Passi- 20 justiert Die Offnungen 14 kdnneii befiebig gestaltet 
vierschicht 11 defmiert Durch ein nachfolgendes Sun- zum Beispiel kreisrund sein. Die Justierung der Maske 
dardatzverfahren, zum Beispiel Plasmaatzen im Falle 18zurWaferunterseite 19erfolgtmit einemdoppciseiti- 
einer Passivierschicht aus Siliziumnitrid (SbN 4 ) bezie- gen Waferbelichtungsgerfit Alternativ kann ein einseiti- 
hungsweise Plasmaatzen oder Nafiatzen in wafiriger, ges Waferbelichtungsgerat eingesetzt werden, welches 
(gepufferter) nuBsaurel6sung(HF) im Falle einer Passi- 25 auf dafur bestimmte, durchgehende Lasermarkierungen 
vierschicht 11 aus Siliziumoxid (S1O2), werden die Fen- oder zuvor von der Wafemnterseite 19 bis zur Wafer- 
ster bis zur SiiiziumoberflSche des Wafers lOgettffneL oberseite 17 durchge&tzte Justierstrukturen ausgerich- 
AnschlieBend wird der Wafer 10 in einer alkaJischen tet wird Eine weitere MdgKchkeit ist das Justieren mit 
Atzl&uug, zum Beispiel Kaiiumlauge (KOH), Ethylendi- fnfrarotdurchlicht Dabei wird die Maske 18 auf die 
amin/Pyrokatechoi (EDP), oder Tetrametixyl*Ammoni- 30 Membran zwischen Grabeaboden und Oberseite ju- 
umhydroxid (TMAH) naBgeatzt Unter den zuvor er- stiert Alle diese Justiertechniken sind in der Facbwelt 
zeugten Fenstern 12entstehen dahei Materialabtragun- sicher beberrschte Verfahren und werden deshalb hier 
gen in Form tiefer werdender V-f5rraiger Graben 13. nicht weiter erl&utert Nachfoigend wird die in den 
Das Nafi&tzen wird fortgesetzt, bis die Grabentiefe T durch die Photolackmaske 18 dofmierten Offnungen 14 
beziehungsweise die Dicke D der zwischen dem Boden 35 verbliebene Passivierschicht 11 von thennischem Oxid 
des Grabens 13 und der Oberseite 17 des Wafers 10 (S1O2) bzw. Siliziumnitrid (SiaN*) und Siliziumoxid 
verbleibenden Membran einen gewunschten Wert wet- (S1O2} entfernt Das Entfcrnen erfolgt zweckm^lGig wie- 
cher zum Beispiel zwischen 5 und 200 Mikrometer lie- derum durch ein Standardatzverfahren, wie etwa durch 
gen kann, erreicht hat Atztiefe T beziehungsweise Plasmaatzen (R1E> 

Membrandicke D werden Cber die Atzdauer eingestellt 40 Die daraufhin in den Offnungen 14 vorhandenen blan- 
Erginzend erfolgt zweckmlffig eine optische Kontrolle ken Siliztumflachen werden sodann gem&fi einem geeig- 
durch Messen der Atztiefe und/oder Beatimmen der nelen Flasmaitzverfahren, vorzugsweise dem aus der 
Membrandichte D, etwa durch Infrarot-Absorptioiu Zur DE-PS 42 41 045 bekanntea gefiteL Dieses bekannte 
koatroUierten Einstellung einer gewOnschten Graben- Verfahren beinhaltet alteraierend Atzschritte, in denen 
tiefc T kann eines der hinianglich bekannten Atzstop- 4s Silizium abgetragen wird, und Passivierschritte, in de- 
verfahren, zum Beispiel ein P + -Atzstop oder ein elek- nen die Seitenwande der erzeugten Struktur tmt einer 
trochemischer pn- Atzstop eingesetzt werden* Nach Be- Passivierschicht, zum Beispiel durch teflonartige Pory- 
endigung des Naftatzens wird der Wafer 10 mit einem mere, bedeckt werden. Bedingt durch ein — gewplltes 
Standardwaferretnjgungsverf ahrea zum Beispiel — Nachrutschen der seitlichen Passivierschicht in Rich- 
u RCA-aean w /gereinigt.wobei Rack:st5ndederNaeatz- 50 tung auf den jeweiligen Atzgrund wahrend der Atz- 
iasung vollstandig entfernt werden. Den nach diesem schritte bleiben die SeitenwSnde stets gegen Atzeinwir- 
Schritt voriiegenden Bearbeitungszustand des Wafers kung geschutzt. Bei richtiger ProzeBffihruag tritt kei- 
10 zeigt Fig. la. neriei Unterschnetdung der Maske 18 ein, die erzeugten 

Fur die Bearbeitung der Oberseite 17 des Wafers 10 Seitenwande sind glatt und vdllig senkrecht zur Oberfla- 
wird auf die zuvor von der Unterseite 19 her erzeugte 55 che 17* Wegen weiterer Einzelheiten zur DurcMtihrung 
Struktur zunachst eine passivierende Schutzschicht 15 dieses Verfahrens wird auf die DE-PS 42 41 045 verwie- 
aufgebracht Sie dient dazja> nach dem Durchbrechen sen. Das Plasmatiefen&tzen liefert ausgehend von der 
des von der Oberseite 17 erfolgenden Materialabtrags Oberseite 17 einen sich bis zum Boden des Grabens 13 
durch den Boden des Grabens 13 ein Ober&tzen ohne erstreckenden, rdhrenfflnrrigen Durchbrucb»dessen Sei- 
Strukturverfustc an den Grabenseitenwanden zu er- » tenwande achsparallel veriaufen, und dessen Quer* 
mGglichen. Erzeugt wird die Schutzschicht 15 zweckm& schnittskortur genau der durch die Maske 18 definier- 
Big durch ubermische Oxidation der freien Sifiziumober- ten entspricht Der nach DurchfOhrung beider Verfah- 
flach en des Grabens 13. Alteroauv kann sie auch durch rensstufen insgesamt en u tan dene Durch bruch besitzt 
Belegung der Oberflflchen des Grabens 13 mit einem im Ausfuhrungsbeispiel die Form eines Trichters mit 
atzplasmabestandigen Material zum Beispiel mit einem «5 zylindrischem Hals. Dabei weist die Austotts6Jf nung an 
plasmaabgeschiedenen Dielektrikum, aufgesputtertem der Unterseite 19 eine eckigc, beispielsvrcise quadrati- 
Aluminium, Nickel oder Chrom erfolgen. Sinnvoll ist sche Kontur auf, wahrend die AustrittsSffnung zur 
ferner, den Graben 13 anschlieflend zusatziich mit ei- OberfULche 17 mit hoher Genauigkeit bdspielsweise 
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aurch die auf der Oberseite 




Rand der Maske is Tk . At2 ?nsnff unmtttelbar am fernt <m»*» i^^. ,n . wa0n ger FluBsaure flWI «« 

^^<^PromkoiivSS^^J^ h ^^ Tlefe ^ttreaSSnn^? Wafer lOkom- 

Seeignete Wahl der I<SS ^ d *T durch ^ermischem O^sfS 31 ? "dtaaeScMeht 21 von 
chend eroB s^™ j*r ,cliener S! e — sre muB ausrei- « ■ u l AK ^A «n folgenden ak Rpo*- 

oDcre MaskB 18 nut den Eintrittsfiffnungcn 28 



socio <np 
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wird dabei auf das in der SUiaunioddschichi 11 bereits 
vorhandene, die AustrittsSffnung deflnierende Fensier 
27 an der Unterseite 19 - sie wird darcb die Unterseite 
des unteren Wafers 10 gebiJdet - justiert Das Fenster 
Si2 < ^ d !2? * be *B*» transparente Siliaum- 
nitrmschjcht 22 gut zu erkennen. Hue exakte Justaee 
der oberen Maske 18 zu den Stmkturen der Waferun- 
terseite 19 ist damit leicht mfiglich. 
Im nJWisten Schritt 124 wird das Siliziumnitrid in den 
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den. 

sjch em Vielzahl von vorteilhaften rhirebbruchsgeo- 
- nr Zr^^-^* ***** interessam hat sich 

gngspdt^raspnttdtben far Kfe-Motoren emiesen. 
Fig. 4 entsprechend der Geometrie des Ausfuh- 
rungsbeisptels nach Fig. 2, in Betrachtung von der Un 

d"^ die Fenster 28 ,» ^"^ l ?* dW - SiU ^ up, H arpersres P ektivedor her 

Ftuorplasma entfernt Das dSS^S Z^aramentreffens der trogformigen Austrittseffnung 



llw dCm ^ , Ra 2 dberei <* gleichfaDs ringfarmig aus- 

SSSS^^S^*^* 26 «W*t "eta Rinjspalt, 
durch den der Kraftstoff abgespritzt wird. 

Fig. 5 zeigt eine vortcilhafte Gestaltung des Elniauf- 

Bonden der betden Siliziunwafer 10, 20 in den unteren 
Sibz.umwafer 10 eingeatzt wird. Er besteht aus vie" 



Fluorpjasma entfernt Das darunter befindliche Sflizi- 
umoxid (Sipi) wird ebenfalls entfernt, beispieisweise 
durch NaBatzen in gepuffertcr FluBsaure (HF), Schritt 

/v^ WMfwc ^ vp ™^ eketo *«^Kafilauge « 
(KOH), entsprechend den Fehstem 28 Eintrittseffhun- 
gen in den oberen Wafer 20 gefltzt, Schritt 128. Die 
Untereen^des Siliziurnkorpers 10, 20 bleibt hierbei 

an der dflnnen ReOx-Scbicht 21 dfe vo? tfem BoS 20 2ft? ^J^,™ ei?,e ^rmig gestaltete Austria, 
odder Wafer 10, 20 aufg^acSen^^er^S SSLSdW* A » Auficn ™<« der Offnung 27* 
hende Durchbruch durch den bberen , Wa>eT a^SSt fiSlS ? a "Sf bfld <* Im Zent ™ Struktur 
entsprechend dem gewahlten NaflisveriXen 22 d2L 1 £ S?^"*? ?«*««»Wg 2a Der 
V-fpnmgen^erschnhtauf.DenSeSn^S „ £uk ZE^tF^"??** Kraftstoff 
zudiesemVerfahrenszeitpunktzeigtS^^ 25 5S2^.W ,lDki ^ 29 ^hleinerotatorische 
Nach Beendigung des NaB«SsKl28 wird an tl S* e, ? e ^"^"^ Geschwindigkeitskoinponen- 
der Unterseite 19 des SMaikSSSSSi % tSti£ VeJS^™* Zerst ^ bun 8 <«« Kraftstoffes in den 
schkht ZZselektiv zur d»SSS52Kef5sSSt nen? 30 beganstigt Bei ei- 
21 bzw. dfcken SQiaumoxidschicht 11 raS. &K » .SlSwf ^ g £ e ^ antenl5a ee der BintrittsOff- 
130. Dies kann «wa in Jta&KtfSK S5fi^r^ A ?^ 
auch nafichemisch, beisoielswdse dur«* h^n- ^^^.^d die Breite des Ringspaltes 26,4 jim. 

der Austrittsaffnung 27 vermischt sich die austretendc 
Luft L mit dem am RingspaJt 30 zerstaubten Kraftstoff 
K. Zur wcitcrcn Vcrbesserung d r Mischung von Luh L 



— - ™ ^- - \*** /v&iu^iii^ounnii i jo. 

„ en S 6 de P 1 ^ beschriebenen V rfahren herge- 
steDte HaspnttdQsen kOnncn nach Vereinzeln der Wa- 
fer unmittclbar an einera EinspritzventU elngesetzt wer- 
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und Kraftstoff K. sind die Drallbereiche 32 zweckmaBig 
so ausgebildet, daB sie der hindurchstrOmenden Luft L 
eine zirkulare OeschwIndigkeitskompoQente aufpragen. 
Erreicht wird dies beispielsweise, indem die Drallberei- 
che 32 gekrGmmt gestaltet warden. $ 

Fig. 9 veranschaulicht in Draufsicht auf den unteren 
Wafer 10 eine vorteilhafte Gestaltung des Kraftstoff- 
Hnlaufbereiches und des Luftzustrambereiches fur eine 
Duse gcmfiB Kg. 8. Nach dem Atzen stehengebliebene 
SiliziumstruJcturen sind dunkel wiedergegeben. In der io 
Dusenmitte ist die rechteckige Kontur der Kraftstoff* 
Emtrittsdffaung 28 zu erkennen. Von dessen Randern 
erstfecken sich sichelfdrrmg gekrummt ausgebildete 
Drallkanale 29 zum Rand der Austrittsdffnung 27 znit 
dem inneren Ringspalt 30. Dieser wd ebenso der aufle- is 
re Ringspalt 33 werden durch eincn, auch aus F1g*S 
ersichtKchen, Siuziumrijig 35 defimert, welcber sich Gber 
der AustrittsOffnung 27 befindet In analoger Weise er- 
strecken sich ebenfaHs sichelformig gekrummt ausgebil- 
dete Luft-Drailberekhe 32 vom AuBenum/ang 34 der 20 
DUse zum auficren Rand der Austrittsofthung 27 mit 
dem auBeren Ringspalt 33. Am AuBenumf ang befinden 
sich LuftemlaBkanale 31, weiche mit den DraUbereichen 
32 verbunden sind. Die sicfceiformigen Geometrien von 
DraUkanalen 29 und DraUbereichen 32 sind beispielhaft, 25 
mSglich sind auch beliebige andere Geometrien, etwa 
Geraden. 

Unter Beibehaltung des der Erfindung xugrundelie- 
genden Verfahrenskonzepts ist eine Vieizahl sinnvoller 
Abwandltxngcn des Verfahrens mdgticb. Insbesondere 30 
ist die anhand der Fig. 2 und 3 beschriebene Verfahrens- 
variante nicht auf die Herstellung yon Dusen fur Kraft- 
fahrceugcinspritzveaule beschrankt Bestimxnte Verfah- 
rensschritte kdnnen weggelassen oder durch andere er- 
setzt werden. Beispielsweise kann der untere Wafer 10 35 
im ersten Bearbehungsdurchgang anstatt durch Plasma- 
defenatzen durch NaMtzen bearbeitet werden. Ebenso . 
ist denkbar, daB auch der obere Wafer 20 vor dem Bon- 
den bereits mittels eines der Atzverfahren bearbeitet 
wind. Wekerhin smd die fur die Gestaltung des Etnlauf- 40 
bereichs 26 beziehungsweise der Austrittsoffnung 27 
vorgeschlagenen Geometrien nur beispielhaft Mdglich 
sind auch beliebige andere Geometrien, die insbeson- 
ders nicht rotaoonssymmetrisch sein mussem Durch ge- 
eignete Fanning des aus der DE-PS 42 41 043 bekann- 45 
ten Verfahrens sind selbstverstandlich in alien Fallen 
Atzstrukturen mit kontrolliert geneigten Seitenwanden 
herstelibar. 

Patentansprflche 50 

1* Verfahren zum Herstellen eines Durchbruches 
mit beSebig geformter Austrittsoffnung durch ei- 
nen Siliaumkdrper, dadurch gekennzeichnet, daB 
wenigstens ein Teil des notwendigen Materialab- 55 
trags durch ein Ubliches Naflatzverfahren erfolgt, 
und daB der Materialabtrag zur Erzeugung der 
Kontur der Austrittsoffnung (24) durch ein Plasma- 
tieferiatzverfahren erfolgt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- eo 
zeichnet daB der Siliziumkdrper (1 0, 20) vor Durch- 
fuhmng des Plasmatiefenatzverfahrens ganz fla- 
chig mit einer gegen das Flasmaatzens schfitzenden 
Passivierschicht (i 1) verseheri wird 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB die Passivierschicht (11) aus Silizium- 
nitrid (Si 3 N4) und/oder Suazromoxid (S1O2) besteht 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gek nri- 
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zeichnet, daB die durch das NaOatzverfahren er- 
zeugte Struktur (13) vor Durchf uhrung des Plasma- 
tiefenatzverfahrens durch thermisch Ojddation 
gegenflber den nachfolgenden Atzschritten resi- 
stent gemacht wird 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenh- 
zeichnet, daB die Oberflachen der durch das NaBat- 
zen erzeugten Struktur (13) mit einem atzplasma- 
bestandigen Material belegt werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die durch das NaBatzen erzeugte 
Struktur (13) vor Durchf tthrung des Plasmatiefen- 
atzverfahrens mit emern Polymermaterial (16) auf- 
gef ullt wird 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Plasmatiefenatzverfahren ab- 
wechselnd Schritte zum Materialabtrag durch At- 
zen und zum Passivieren der erzeugten Atzstruktur 
durch Aufbringen einer Polymerschicht auf die 
Strukturoberflachen aufweisL 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dkke der passivierenden Poly- 
merschicht so eingestelk wind, daB tiefer im Siiizi- 
umkorper (10) gelegene Telle der Seitenwande der 
erzeugten Struktur mit zunehmender Dauer des 
At2Vorgangs angcatzt werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 7; dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Teil der Atzschritte ohne Zwi- 
schensclialtung von Passivierschritten durchge- 
fahrtwird 

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet; daB die Ionenenergie bei den Plasmatie- 
fenatzschritten so gewahlt wird, daB die die Struk- 
tur definierende Maske (18) kontroMert zurOck- 
weicht 

11. Verfahren nach Anspruch 2; dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Passivierschichten (11, 15) nach 
Beendigung des Plasmatiefenatzverfahrens durch 
ein gegenOber SDizium selektives Ldsungsmittel 
entfernt werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 1 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Passivierschichten (11, 15) durch 
eine OrPlasmabehandmng entf ernt werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Sih3suinkdrper dutch Zusammen- 
ffllircn zweier Siliziumteilkdrper (10 # 20) aufgebaut 
wird, wobei der Materialabtrag von der Oberflache 
(Id) des einen Siliziumteilkorpers (10) her durch ein 
Standard-NaBatzverfahren (123), von der gegen- 
fiberliegenden OberHache (23) des anderen Teil- 
kdrpers (20) her durch ein Plasmatiefenatzverfah- 
ren (134) erfolgt. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
2eichnet, daB vor dem ZusammenfOgen des ersten 
SihziumtellkOrpers (10) mit dem zweiten Silizium- 
teilkdrper (20) in die nach dem Zusammenfugen 
innerhalb des Sih'ziunikdrpers liegende Oberflache 
(17) des ersten Teilkdrpers (10) eine Struktur (26) 
eingeatzt wird (106), weiche sp&ter Teil des Durch- 
bruchs(26,27,28)ist. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Oberflachen des ersten Siluetum- 
Teilkorpers (10) vor dem ZusammenfQgen ther- 
misch oxidiert werden (110). 

16. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Oberflachen des zweiten Sitizium- 
teilkOrpers (20) vor dem ZusammenfQgen ther- 
misch oxidiert werden (1 12). 
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zeichnet, daB die Oberflachen des nach dem Zu- 
sammenfugen der Silizhimteilkdrper (10, 20) erhal- 
teneij iSffiziumkarp rs mit Siliziumnitrid (Si*N«)be- 
schichtet werden (120). V * 4} 

18. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeidine^daB der nach dem Zusammenfugen der 
beiden SOiziumteilkdrper (1ft 20) erhaltene Silizi- 
urnkOrjw zuerst einem Materialabtrag dutch ein 
Standardna0At2verfahreii (128^ anschlieBend ei- 10 
? ? Matmalabtrag durch ein Plasmatiefenatzver- 
rahren (134) umerworfen wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Verbindung der Siliziumteilkdr- 
per (to, 20) erfolgt, indem sie zunichst an den Ver- , 5 
buidungsoberflachen hydrophilisiert (1141 danach 
mit den hydrophalisi^cn Verbindungsoberflachen 

in lruiigen Kontakt gebracht werden (116), unddie 
Verbindung schheBIich bei erhtfhter Teinperatur 
verfestigt wird (118). 2D 

20 Siliziumtorper mit einem Durchbnich, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kontur zumindest einer 
Austrittsdrfnung (27) gebogene und/oder von den 
durch das KnstaJlgitter festgelcgten Vorzogsrich- 
tungeii ab weichende Abschnitte aufweist 25 

21. SiltzmmkSrper nach Auspruch 20, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Austrittsdffnung (27) rinfffdr- 
migausgebildetist 1 ^ g 

22. Siliziumkorper nach Anspruch 20, dadurch ge- 

S^k^J^o^ 0ber ^ ^chen dim 30 
Durchbrnch (26, 28) von der EintrhtsSffnung her 
und der Austrittseffnung (27) ate Spalt (30) mit ei- 
nem im Vergleich zum Durchbruch (26,27, 28) klei- 
nen Strfimimgsquerscrinitt ausgebildet fet 
23- Siliziumkorper nach Anspruch 20, dadurch ge* •« 
kennzeichnet. daB der Durchbruch (26, 27, 28) Be- 
reiche (26. 29) aufweist, weiche ein den Durchbruch 
durchstrtmendes Medium (K) von seiner Eintritts- 
nchtungablenken. 

24. Silizjumkorper nach Anspruch 23, dadurch ge- 40 
kennzeichnet* dafi die ablenkenden Bereiche (26 
29) gerade und/oder gekrUmmte Abschnitte (29) 
aufwejsen, weiche einem durchstrOmenden Medi- 
um (K) eine rotatoriscbe Bewegungskomponente 
einprSgen. 45 

25. Siliziumkorper nach Ajispruch 20, gekennzeich- 
net durch einen zweiten Durchbruch (31, 32) zur 
Fuhrung eines zweiten Mediums (L), welcher im 
wesenUichen senkrecht zur Eintrittsrichtung eines 
Mediums (K) in den ersten Durchbruch (26, 27, 28) 50 
angelegt ist, und ebenfalls in die Austrittsflffnunff 
(27)mflndet 

26. Siliziumkorper nach Anspruch 25, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Obergang zwischen dem 
zweitenDurchbruch (31, 32) und der Austrittsfiff- 55 
2^g (27) ak Spalt (33) mit einem im Vergleich zum 
Durchbruch (31, 31) Ideinen Stromungsmierschnitt 
ausgebildetist 

27. saiziumkOrper nach Anspruch 25, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der zweite Durchbnich (31, 32) eo 
gekrfimmte Abschnitte (32) aufweist, weiche einem 
durchstrdmenden Medium (L) eine rotatorische 
Bewegungskomponente einpragen. 

Hierzu 6 Seite(n) Zekhnungen 65 
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